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Fotovoltaicky clanek je zdrojem stejnosmérného napéti a v této podobé se
vyuziva napt. v kalkulackach. Pro vyuZiti v energetice je vSak nutné pfemeénit
stejnosmérné napéti solarniho ¢lanku na napéti sttidavé. K tomu slouzi zvlastni
elektronické zatizeni, tzv. stridac, které prevadi stejnosmérné napéti na stfidavé
napéti 230V o frekvenci 50 Hz. To umoziuje vytvaret velké fotovoltaické
soldrni systémy (obr. R3-13), které jsou pripojeny do vefejné elektrické sité.
Jejich elektricky vykon je fadov€ 10kW aZ 1 MW. Pfi optimdlnich podminkéch
slunecniho svitu je mozné ziskat maximalni vykon 1 kW ze solarnich panelt
o plose 8 m? az 10 m?.

R3-13 Fotovoltaicka
elektrarna

R3.3 Polem fizeny tranzistor. Integrovany obvod

Podstata tranzistoru je v ¢l. 3.4 vyloZena na tzv. bipolarnim tranzistoru, pfi
jehoZ Cinnosti se uplatiiuji oba typy nosicii naboje — elektrony i diry. Zejména
v integrovanych obvodech ma uplatnéni dal$i typ — unipolarni tranzistor.
Na jeho ¢innosti se podili vZdy jen jeden typ nosict naboje. Od bipolarniho
tranzistoru se li§i pfedev§im tim, Ze kolektorovy proud neni fizen vstupnim
proudem [, ale napétim. Ponévadz vstupni odpor téchto tranzistort je veliky
(Ryst = 00), je vstupni proud zanedbatelny a mluvime o tranzistoru fizeném
elektrickym polem. Tomu odpovida oznaceni unipoldrniho tranzistoru jako typ
FET (z angl. Field Effect Transistor).

Existuje fada typt unipolarnich tranzistort, které se 1isi konstrukei i tech-
nologii vyroby. Jednim z nich je unipolarni tranzistor s indukovanym
kanalem N, jehoZ schéma je na obr. R3-14. V kiemikové desticce s vodivosti
typu P jsou planarni technologii vytvofeny dvé oblasti s vodivosti typu N. Ty
tvoii kolektor C a emitor E tranzistoru. Povrch desticky je pokryt izola¢ni
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vrstvou oxidu (SiO;) a na ni je nanesena tenka vrstva kovu, ktera plni funkci
fidici elektrody G (z angl. gate — hradlo).

Poznamka: Tento typ unipoldrniho tranzistoru se také oznacuje jako typ MOS FET (z angl.
Metal-Oxid-Semiconductor, ¢ili kov-oxid-polovodic).

o+

Uce

R3-14 Tranzistor fizeny
o o — polem

Kdyz je k elektroddm C a E pfipojeno napéti Ucg a vstupni napéti Ugg
je nulové, prochazi kolektorovym obvodem tranzistoru jen nepatrny proud,
protoZe mu stoji v cesté dva pfechody PN, z nichz jeden je zapojen v zdvérném
sméru. Pripojime-li k tidici elektrodé kladné napéti Ugg, vznikne na fidici
elektrodé kladny néboj. Pisobenim jeho elektrického pole jsou k fidici elektrodé
pfitahovany menSinové elektrony a od ni jsou odpuzovéany vétSinové diry. Tim
se v blizkosti fidici elektrody indukuje vodivy kanal, ktery spojuje kolektor
s emitorem a kolektorovym obvodem prochézi proud. Napéti Ugg ovliviiuje
§itku kanélu, a tim i velikost proudu Ic.

Integrovany obvod

Objev tranzistoru znamenal pocatek vzniku nové generace elektronickych
soucastek, kterd nastoupila po éfe vakuovych elektronek, jejichz vyvoj zacal na
pocatku 20. stoleti. Dalsi kvalitativni zménu pfineslo sestrojeni integrovaného
obvodu, s nimzZ je spojena prvni etapa rozvoje jednoho z nejprogresivnéjSich
oborid — mikroelektroniky.

Poznamka: Prvni integrovany obvod vytvoril v roce 1958 americky inZenyr JACK KILBY
(1923-2005) ve firm& Texas Instruments. Kilby také v roce1966 zkonstruoval prvni kalkulacku
se zdkladnimi pocetnimi operacemi. Za tento pfinos k rozvoji mikroelektroniky obdrzel v roce
2000 Nobelovu cenu za fyziku.

Integrované obvody muZeme rozdélit do dvou skupin podle charakteru
signald, k jejichz zpracovani jsou ureny.
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* Prvni skupinu tvofi integrované obvody analogové techniky, pouZivané pro
zpracovani spojitych (analogovych) signalt. Jsou to signély, které se s Casem
méni spojité (napf. zvukovy signal nebo signal nesouci informaci o okamzité
hodnoté fyzikalni veli¢iny, napf. teploty).

* Druhou, rozséahlejsi skupinu integrovanych obvodi tvoii obvody pro zpraco-
vani Cislicového signalu. Takovy signdl je tvofen sledem impulzt napéti, které

Vv,

se méni skokem mezi dvéma hodnotami. NiZsi hodnota pfedstavuje tzv. lo-

gickou nulu a vyssi hodnota logickou jednicku. V integrovanych obvodech
se Cislicovy signél zpracovava logickymi operacemi, které se fidi zvlastni
algebrou pro funkce, v nichZ proménna veli¢ina nabyvéa jen dvou hodnot.

Pro zpracovani cislicovych signali
byly vytvofeny integrované obvody,
které plni funkci logickych clenii, tzn.
vykonavaji logické operace. Napf. na
obr. R3-15 je jeden z nejjednodussich
integrovanych obvodu, obsahujici Ctyfi
logické cleny, z nichZ kazdy ma dva ‘
vstupy a jeden vystup. Obvod méa cha- i
rakteristickou konstrukci pouzdra se ‘

14 vyvody (12 vyvodu logickych ¢lent R3-15 Integrovany obvod
a vyvody pro pfipojeni napajeciho na-

péti (5 V) a uzemnéni). Nékolik integrovanych obvodii na desce s tzv. ploSnymi
spoji tvofi funkéni soustavu napf. v automatizovaném zatizeni.

Poznamka: Na obr. R3-15 je typicka soucastka pro obvody Eislicové techniky. Obsahuje &tyfi
obvody pro negaci logického soucinu — hradlo NAND 7400. Kombinacemi tohoto logického
¢lenu 1ze vytvorit obvody i pro dalsi logické funkce.

K nejdokonalej$im integrovanym ob-
vodiim dislicové techniky patfi mikro-
procesor, ktery je také zakladni funkcni
soucastkou pocitace jako tzv. centralni
procesorové jednotka (Central Proces-
sing Unit — CPU, obr. R3-16). Mikro-
procesor je integrovany obvod s vyso-
kym stupném integrace, jehoz logické
operace lze programovat. V pocitaci
provadi instrukce ve strojovém kodu R3-16 Mikroprocesory
v posloupnosti ur¢ené pocitaovym pro-
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gramem, ktery je uloZen v operacni paméti pocitace. Byl vyvinut pocatkem
70. let a na jeho zakladé vznikl samostatny obor elektroniky, oznacovany jako
mikroprocesorovd technika. Uplatiiuje se nejen v pocitacich, ale i v konstrukci
riznych stroji a automatizovanych vyrobnich zafizeni.



